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深紫外発光デバイス基板として、サファイア上の高品質 AlN テンプレートが有望である。これ

までに我々は、サファイア上にスパッタ法で AlN を堆積させた後に高温アニール処理を行うこと

で、高い結晶性を有する AlN テンプレート(HTA-Sp AlN)が作製できることを報告した(1)。その

HTA-Sp AlN は、らせん成分をもつ転位が少なく、強い圧縮歪みを有するため、サファイア上と成

長条件が異なる。本研究では、MOVPE 法を用いて HTA-Sp AlN 上への、AlN の再成長条件につい

て検討し、さらに多重量子井戸(MQWs)を成長させ、表面構造、結晶性、光学的特性を評価した。 

スパッタ法を用いてサファイア基板上に AlN を 170-450 nm 成長した後、1700°C で 3 時間アニ

ールを行った。次に、MOVPE 法を用いて、AlN 再成長層、高 Al 組成 AlGaN 緩衝層、Si 添加 AlGaN

層、および、10 周期の Al0.75Ga0.25N/ Al0.55Ga0.45N MQWs を 50 Torr で成長させた。AlN 再成長層、

AlGaN 層及び AlGaN MQWs 層の成長条件を検討した。 

Figure 1 に HTA-Sp AlN が 170 nm の場合の X 線回折逆格子マッピング(XRD-RSM)を示す。AlN

の再成長層は 1450°C で、AlGaN 層は 1150°C で成長を行った。Si 添加 AlGaN 層の緩和率は AlN

に対して約6.2 %であり、Al組成は約73 %であった。(0002)回折と(101
_
2)回折における半値全幅は、

それぞれ 120 と 336 arcsec であった。Figure 2 に波長 213 nm のレーザーを用いて室温フォトルミ

ネッセンス測定を行った結果を示す。MQWs は約 256 nm の発光波長を示した。 

(1) H. Miyake et al., J. Cryst. Growth 456 (2016) 155. 
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Figure 2 Photoluminescence spectrum 
from MQWs at room temperature 

Figure 1 XRD-RSM of MQWs 
grown on HTA-Sp AlN 
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